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Kretsteori

Komplexvarden
¢ Realdelskonvention:(t) = Re{Ve*!} ochi(t) = Re{le™"}.

e Imaginardelskonventioni(t) = Im{Ve“*} ochi(t) = Im{le“"}.

Tvapolsekvivalenter

ZTh
V() KO ||
b . )
Thevenin Norton

Komplex effekt

S = %VI* =P +jQ = |S|(cosp + jsinp)

S = komplex effekt [VA]

|S| = skenbar effekt [ VA]

P = Re S = aktiv effekt (=tidsmedelvardet av effektforbrukningen W]
@ = Im S = reaktiv effekt [VA,] = [VAR]

cos p = effektfaktor

Effektanpassningsregeln
VI

Z1, = Zi* och max{PL} = SR
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Omsesidig induktans

{ Vi = jwLi I, + jwMI,

) ) « N
‘/.2 — J(,ULQIQ —|—JCUM11 + Y PS +
L., L, = sjalvinduktanser 1 Vi L, Ly V2
M = dmsesidig induktans - -
M =k\/L1L, dar 0<k<1
k = kopplingsfaktorn
Natverkstransformation
Z1»
1 2
Z3 Zo3
3
Y till A AtillY
Z1Z2 Z3IZI2
Zia=71+7 71 =
12 pho L3 ! Lo + Zog + L3
Z2Z3 Zl2Z23
Tog =Ty + 7 Ty =
» 2 st Z ? Zig + Log + L3y
Z3Z1 Z23Z31

Ly = 43+ Z1 +

7. —
7y T Zia+ Zas + L3y

b



FORMELSAMLING | KRETSTEORI, ELLARA OCH ELEKTRONIK 2011

Ratlinjeapproximationer av Bodediagram

H{(s) Amplitud Fas
Hlao arg(H)
A A
s o &G\@é 90"
201 R |
w Q
B 0 /=W/wB OO ) =w/wB
1 10 1
|H|p +20dB/dekad arg(H)
A
S 5
14+ — IS 900
wB 20 qué 45
0 :w/wB 0° w/wp
1 10 [ 01 1 10
Hl +40dB/dekad ara(H)
5 s* 1 o 180°
1+20—+ ) %\66
wB (,UB 401 ngd 900 /_
0 . =w/ wp o° ) . =W/WB
1 10 [ 01 1 10
B (Hlas \ »
S arg
(_) O\ 1.0 ‘w/wB o . ‘OJ/(.UB
wB > 0 i >
—20 I \20018 4
/d%z(, -90°
S -1 A |Hlp Targ(H)
1+ w—B 0 110 ;u/wB Pl 1 10 _w/wy
-204 0 > -45‘1
%o -90°
-1
Lpacs ) 4l are(H)
CUB w% OT 1 10 w/wB OT 0.1 :!_ 1.0 ‘w/wB
-40}[ 2 > -900}
%, -180°

OBS! Det skall galla atf¢| < 1.
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Elektronik

Ideal operationsforstarkare (OP)

For en ideal OP an, = i, = 0. Vi ip
anvander vanligtvis negativ aterkoppling dar n =+
ocksawy, = 0. Vin

Kretsmodell av spanningsforstarkare

Dioder

Shockleyekvationen

YD
ip = I <e"VT — 1)

darVr = %T, q~16-107"Cochk ~ 1.38-10% J/K.

Dynamisk resistans

Tq =




FORMELSAMLING | KRETSTEORI, ELLARA OCH ELEKTRONIK 2011
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MOSFET
NMOS PMOS
D_; S
G, G,
1 Kt
Kretssymbol S D
e 675 cm?V-1s~! 240 cm?V—1s™!
K~ 115 pAV—2 40 pAV—2
Vi ~ +0.5V —-0.6V
Subtroskel vas < Vi, vas > Vi,
(strypt ups = 0, vps < 0,
omrade) ip =0 in =0
Linjart omrade| vgs > V4, vas < VA,

0 <wps < vgs — Wi,

ip = K(2(vas — Vi)ups — vdg)

0 > vpg > vgs — V4,

ip = K(2(vas — Vi)ups — vig)

Mattnads- vas > Vi, vgs < Vi,
omrade Ups = Vas — ‘/t) Ups < Ugs — ‘/tu
ip = K(vas — V)? ip = K(vgs — Vi)?
Ups, UGS Vanligtvis positiva Vanligtvis negativa
_ Wk
K =73

Smasignalmodell

Smasignalmodell for en FET, dar

Jm

och
1

Tq

Jip
Ovgs

arbetspunkt

Jip

8vDs

arbetspunkt
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Matematiska formler och samband

Trigonometriska formler

sin a = cos(a — 7/2) sin(a + ) = sinacos  + cos asin 3
cosa = sin(a + 7/2) cos(a+ ) = cosacos f — sin asin 3
cos?a +sina =1 2sinasin 3 = cos(a — ) — cos(a + )
cos? a — sin? @ = cos 2a 2sina cos B = sin(a + ) + sin(a — )
28in avcos a = sin 2« 2 cosacos f = cos(a + [3) + cos(a — f3)
Acosa+ Bsina =+ A? + B2 cos(a — [3) darcos f = A sin 3 = B
VA2 + B? VA? + B2
e el - y
cosa:# e =cosa + jsin«
] eja _ e—ja
sinqg = ———
2]
Komplexa tal I
o A
z=a+jb=|zl¢ b
dar
) b ¢ -
|z2| = Va?+b*> ochoma > 0ar ¢ = arctan— p Re
a

Ekvationssystem ¢ x 2)

a b X1y [N
c d X5 B Yo
med losning
X1 1 d —-b\ (1
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Utdelas vid tentamen

Konstanter
g, ~8,854-10"* As/ Vm  u, =4x-107 Vs/ Am o =~3-10° m/s

Elstatik
Q Q

E-= >e, F=QE V= A=0V,-V)

4 7re v dge,r

2 2
V,-V,=(Ee*dl= [Ed E=-VVv
o
0, =CV +C,V,-V,)
0,=CV,+C,(V, -V)
S
Plattkondensatorn: C = 8,603
Likstrom
dQ o1

I1=[Jeeds=[1,d5 §Ieeds=Fsds=-=%  J=oE=—FE

S S S s dt Y
Ledare med konstant tvirsnittsyta:
R —/oi

S
Magnetostatik
Idl

B=f“°—>§e’ F=[IdIxB F=QvxB

J dmr 9
¢=[(BeedS=[BdS Bee dS=¢9B,dS=0

fres- fores-g
PHedl-PHdl = [Jee,dS=[7,ds B = u,u,H = uH
L L N N

[

B-filtet kring en lang rak trad: B =
2R

13)



2(3)

Induktion \
\\ \‘ JK ‘J”./L
A =Li +Mi, Ao
A, =L,i,+ Mij, 1
d 2
V,-V,=Bvl \/1—V2=R-i+—¢ (ett varv) 0=
dt U, U, O
Transmissionsledningar
. | : (c hastigheten
c= (= vid homogen isolation) Z, = L C' kap./lingdenh.
VL'C' At g, C' .
L' ind./ldngdenh.

V=V, +V, =V, e "1V et

w 2r
Vo 2 V. 4 B=—=—
I=1.+1, =t _=¢*iF A )L
F g Z, Z,
., Z, + jZytan pd 4 cospd + jZ,sinfd
Z + jZ,tanfd " Z,cospd+ jZ,sinpd
T =M VSWR = meax — 1+|I_‘O| |F |= VSWR -1
0 Z, +7Z, /. 1_|r0| 0 VS—WR+1

Elektromagnetiska vagor

Plan, planpolariserad vag med sinusformat tidsberoende i forlustfritt material
) )
E =FE, .cos(wt——z+o.)+E, ;cos(wt +—z+0y)
c c

mR

E w
H, =—"Ccos(wt ——z+ )=
n c

n
o1 pe [t [ 3
W UoE € £€.€, €

Plan vag i forlustfritt material: E=n-H =c- B

W
cos(wt + —z+ay)
C

S=ExH S, = tidsmedelvirdetav S| S, =E
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Antenner
i(t—r/cy)dlxe, a. dixe,
B(r- [ 0 # [ Lt - rleg)B=""x
. 4 r Ot 4mc,r
S P
D(0,¢) = M D = —Lmax Spmedd = _52 P = Ae Sp
SP medel SPmedel 4ﬂR
A? N X
A (0,p)=—D(0, A =—D P =D D,——P,
e( Q) . 0,9) *= 4x L 1 (4JTR)2 S
X y
Kretsteori
Z, = joL Z. = ](ULC Effektanpassning: Z, = Z,, (Z,, given)
.o . . Z2
Inverterande standard OP-forst.koppling: V,, = — Vs
1
) .. . Z,
Icke-inverterande standard OP-forst.koppling: V, =| —=+1{-V;
Zl
Frekvensfunktion H(jw) = M
Vs(jw)
Vo(t) = |H(ja)|VmS cos(wt + @, + arg H(jw))
Matematik
sina = cos(a —mw/2)
cosa =sin(a +m/ 2)
cos’a +sin’ o =1
e’ =cosg+ jsing
Omkretsen av cirkel: 277 Ytan av en cirkel: ar’
4y’

Ytan av en sfér: 4ar’ Volymen av en sfir:
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